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i>1) Blektretofotovoltaickd a elektretofotoelektrickd elektronickd sufiastka

1

Vyndlez se tyka elektretofotovoltaickej a elektretofotoelektrickej elektronickej si-
Siastky zhotovenej z polovodi¥ovych zld&enin typu AII BVI CdTe, alebo neorgenickych tuhych
alebo kvapalnych 14tok aelebo ich 3truktur.

Takto zhotovend sdé}astka pri svojej &innosti vyuffva vzdjomné pdsobenie vnitorného
elektrostatického pola, pochidzajiceho od zabudoveného elektrického ndboja v objeme 1étky,
prejavujicej sa ako elektret a vnitorného elektrického, nepr. fotoelektrického alebo fo-
tovoltaického pola zapriZineného napr. svetlom, alebo vnitorného elektrického pola zepri-
gineného dal3im druhom energie, eko je napr. teplo, Zierenie, pripadhe iné, u ktorych v z8-
vislosti od vonkaj3ieho popudu, napr. od energie svetelnej, tepelnej, Ziarenia, pripadne
iného druhu energie, dochddza k ovlddeniu ich fyzik4lnych veli’in, napr. elektrického na-
pitia z8 tmy.

V§hodou elektronickej su¥imstky podla vyndlezu je najmi to, Ze této k svojeJ %innosti

nepotrebuje vonkajsf zdroj elektrického napstia.

Podstata vynélezu spoiiva v tom, %e pozostédva z katodovo napré3enej vrstvy z polovo-
didovych zliZenin typu Al BVI napr. kedmia-telira, opatrenej elektrickymi kontaktami a

nenesenej na izola¥nd podlo%ku nepr. z kremenného skla.

Vyndlez je schematicky zndzorneny ne vykrese, kde obr. 1 znézornuje priklad zhotove-

nia elektronickej sdiastky a na obr. 2 je zndzorneny diegrem Zasovej zdvislosti napitia
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elektronickej su¥iastky v tme a pri osvetleni.

Na izola¥nd podloZku, napr. z kremenného skla J je nanesend, napr. katodovym naprao-
venim 14tka 2 z Cd Te, ktord je opatrend kontaktami 1. V 14tke 2 je zabudovany elektricky
néboj, vytvédrajici vnitorné elektrostatické pole,

Ked svetlo S dopadd na plochu sd¥iestky, vymedzenu elektrickymi kontaktemi 1, vyvold-
va vnitorné fotoelektrické alebo fotovoltaické pole, ktoré sa mdie sériove siftat alebo
mé%Zu plsobit proti sebe. '

Elektrické naphtie U (obr. 2) v zdvislosti od Zasu t v tme T mbie nadobudnmit hodnotu
niekolko voltov. Po osvetlenf S, v zdvislosti od Jjej intenzity §1, S §3, naplitie v tme
sa mbie znf%i? na nulovd hodnotu, resp. pri urditej intenzite osvetlenie (podla obr. 2)

‘je to intenzita osvetlenia §3, d6jde k premene polarity oproti polarite naeplitia za tmy.
Pre intenzity osvetlenia plati §1< §2‘(§3. Po vypnut{ osvetlenia elektrické napktie v tme

T' nadobudne pdvodnd hodnotu.

Elektronickd sudiastka podla vyndlezu mbZe byt vyuiitd v elektronike, pripedne v Jal-
81{ch oblastiach.

PREDMNET VINALEZU

Elektretofotovoltaickd a elektretofotoelektrickd elektronickd su¥iastka vyznalujica
sa tym, Ze pozostiva z katodovo napréSenej vrstvy (2) polovodiZovych zld¥enin typu
all BVI nepriklad kedmie-teliru, opatrenej elektrickymi kontaktami (1), ktové'je nanesend
na izola¥nd podlozku (3), napriklad z kremenného skla.
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